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2 擬1次元伝導体の電子状態に関する理論 ･レヴュー
2.1 擬 1次元 1/2充填系の基底状態 .
2.2 擬1次元 1/4充填系の基底状態 .
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Figure1.2:TMTCF分子｡文献叫 から転載｡






























Compound Conditionsi1(meV) t2(meV) △t/<t>
(TMTSF)2PF6 4K,lbar 280 254 0.10
(TMTSF)2C104 7K,1bar 287 266 0.08
(TMTSF)2ReO4 295K,1bar 248 215 0.14
(TMTSF)2NO3 295K,1bar 243 224 0.08
(TMTTF)2PF6 4K,1bar 146 123 0.17
(TMTTF)2C104 295K,1bar 140 100 0.33
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Period4 Period4 Period2 MEM(TCNQ)2
2kFBOWl 2kFBOW2 4kFBOW BOW
～ -1T-+ t∃トー●一一一一● ●一一●=●▼--R rここ1F1トー1日
2kFCDWl 2kFCDW2 4kFCDW CDW
いうものを考え､1/4充填の系の2毎 と4毎 不安定性について再考した｡(ただし彼らは､
sDW の長距離秩序は純粋な1次元系では実現しないということから､SDW の可能性は
考えなかった｡)2毎 周期の変調として､BOW とCDW は互いの位相の違いによって2通
りの仕方で共存する｡ この様子は表 2.1に示した｡彼らが考えたハミルトニアンは
71 - 冒 (i-α(uj'1- uj))(C,tqCjJ+h･C)3
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3) 2毎 SDW-2毎 CDW 共存状態
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わけではない｡その理由は､この領域ではまだ2毎 SDW-4毎 CDW 共存状態の方がエネ
ルギーの値が低いからである｡この状況はVa/tbが3.1に達するまで続く｡Va/tbが3.1を
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2毎 SDW と2毎 CDW の共存が可能となる｡このモデルでは､すべての相互作用が電子
間相互作用によるものなので､得られたCDW は必ずしも格子変位や格子変形を伴わな
い｡この結果はPougetとRavy【6】によって見出された実験と一致するo
同じ枠組の中で 2毎 SDW と4毎 CDW の共存も見出された｡ 我々はこれら2種類の
共存状態が相互作用パラメータ､とくに最近接と次最近接の相互作用の大きさに依存して
生じることを示した｡ ここでは示さなかったが､もしta-tbとおくと､相図は劇的に変
わる. つまり2kFSDW と4kFCDW 共存相が生じるVa/tbの臨界値がずっと小さな値と
なり､2kFCDW共存相が抑制されてしまうということがわかっている｡ またta≠tbであ


















前章で(TMTSF)2PF6での2毎 SDW と2毎 CDWの共存がどのようにして可能となるか
について､2つの理論的モデルを用いて説明した｡
第1章で紹介したように､TMTSF塩とTMTTS塩は擬1次元1/4充填有機伝導体の
典型である｡しかし､第1章でも少しふれたように､これらの物質の電気的性質や､その
振舞いについては未だ理解されていない点も残されている｡
1つの典型的な例は､SDWの質量増大効果である【5]｡またNMRで観測されたSDW
の2段相転移の可能性ということも問題になっている【39]｡我々は2kFSDW と2kFCDW
共存ということがこれらの問題に対する解決の手掛かりを与えるものであると考えてい
る｡もちろんそのためには理論を有限温度の疲合に拡張するなどといったことが必要にな
る｡これらの問題に取り組むためには､我 が々ここで行なった平均場近似以外にも､くり
こみ群の方法を用いるということも有力な方法であろう｡
さらに一般的な視点からは､電子密度を変えて充填率を変えたときに共存相がどのよ
うな影響をうけるかという問題は､理論的にも実験的にも調べる価値のあることであると
思われる｡電子密度を変えることは､実験的にはドーピングによって実現できる｡もちろ
ん充填率コントロールはそれ自体､有機伝導体の物理の将来にとっての大きな課題の1つ
である囲 ｡
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